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育成試験の目的 

本提案のメモリは、絶縁体上に強誘電体膜を積層し、その界面に対抗して設けられた

２電極間の界面電気伝導を強誘電体膜の分極方向により記憶させる新構造 FET(電界

効果トランジスタ)素子で、低消費電力、高密度、高速、記憶非破壊読み出し可能な不

揮発性メモリとして期待される。これまでに基本構造を試作しメモリ動作は確認して

おり、その実用化に向けた構造最適化が望まれる。強誘電体膜を SiO2 付きの Si 基板

上に対抗する金属電極上に、PZT や SrBi2Ta2O9 等の強誘電体膜を成長し、さらにゲー

ト電極をして素子とする。この電流とゲート電極電圧依存性、メモリ書き換え特性な

どの基礎特性を調べ、その問題点を明らかにするとともに、解決策の検討を行う。 

試験方法 

試  験  項 目 内           容 

非晶質基板上への強誘電

体結晶薄膜作製を用いた

新規構造素子の作製と基

本特性の確認 

非晶質の SiO2 付きの Si 基板上に PZT や SrBi2Ta2O9 等の

強誘電体膜を成長させることが必要なことから、結晶性、

強誘電性の良い強誘電体膜を結晶成長させることが必要で

ある。また、電流路である絶縁体. 強誘電体膜界面をうま

く形成し、多くの電流を得る必要がある。 

提案新規構造素子の特徴

と従来素子と比べての優

位性、問題点の明確化 

新構造素子の電流－電圧特性、容量－電圧特性などの基礎

特性を調べ、現状のシリコンを用いた強誘電体薄膜ゲート

FET メモリと比べ、長所、欠点などを明らかにする。 

予 算 額 ２００万円 

試験結果 

界面伝導電流による不揮発性ゲート FET メモリを試作した。現在のところ、デバイス

に応用するには時期尚早ではあるが、実際にデバイスを実現し、以下の特性を得た。

具体的には、１）各部のリーク電流よりも大きなドレイン電流を流すことができ、Id-Vg 

特性において強誘電性に起因するメモリ特性が得られた。２）トランジスタ特性とし

て、2 桁の On/Off 比不揮発性メモリ特性として、ゲート保持電圧-1 V において 0.7 桁

の On/Off 比等が得られた。これらの結果から強誘電体－誘電体界面によるトランジ

スタ動作、メモリ動作を確認した。メモリ保持や応答特性などの実用的な特性の洗い

出しが望まれる。 

現在の状況及び今後の展開方策 

科研費基盤研究 A に「新構造誘電体薄膜間界面伝導トランジスタ」として、申請を行

っている。 

本提案のトランジスタの試作と基礎特性の再現性確認を出来たので、素子としての最

適化や、界面伝導現象の解明、また特性の向上に向けて取り組む。 
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